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Telefunken

Transistor BYV28/50

Datasheet

BYV 28/...

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Sehr schneller Gleichrichter z.B. fir Schaltmetzteile

Besondere Merkimale:

@ Kontrolliertes Durchbruchverhalten
@ Niedrige Durchlaspannung
@ Sehr schnelle Schaltzeit
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Bestampalung: Klartext
Absolute Grenzdaten

Spitzensperrspannung Unem

Sperrspannung U,

StoBdurchlaBstrom
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Lagerungstemperaturbereich T

Maximale Wiirmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung

=25 mm, T, = konstant Fig.3 Ry,
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37.5 mm Fig.4 R,
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@ Glaspassivierte Sperrschicht
® Hermetisch dichtes Gehiuse

Sinterglasgehause
50D 64
Gewicht max. 1,0g
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Epany Glas Ha lgewsbe, Platenstics: 1.5 mm
Pipa = 70 KW
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